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高温超伝導体の 1 つである YBaCuO のスパッタリング成膜において，成長薄膜の結晶性を低下させ
る要因の 1 っとして，成膜中の高エネルギースパッタリング粒子があげられる。スバッタガス圧を上
げることでこの高エネルギー粒子の mean -free -pa th の短縮を図り， その効果を調べた。その結
果，高ガス圧下で成長したエピタキシャル薄膜の特性は，低圧で成膜した薄膜のそれと比較して非常






MgO/YBaCuO ヘテロ界面について TEM 観察を行い， YBaCuO の成長が Kink 成長， layerｭ
by -layer 成長であること， YBaCuO 結晶の終端原子面が Cu -01次元チェーン面であること等を指
摘した。また， YBaCuO -MgO 聞の界面エネルギーは大きく，そのためYBaCuO 上の超薄膜 MgO







量は 2 ，..._，5 mo (mo: 自由電子の質量)であった。
縮退キャリア系を持つ YBaCuO にM1S電界効果が生じるかを調べた。 A1 一 MgO -YBaCuO M 
18ダイオードの容量がゲート電圧により変化し， YBaCuO 中への M18 電界の侵入が可能であることを
見いだした。このことは YBaCuO においても半導体と類似したバンド描像が可能であることを示して









トキャリア効果と超伝導状態へのM 1 S 電界の侵入， という新しい事実が見い出された。
論文では，まず初めに YBCD 結晶を対象に，層状ペロブスカイト構造結晶のエピタキシャル成長基
礎過程が研究された。成長初期の核形成がユニット単位で生じること， Cu -01次元チェーン面で成
















電界効果に基づく c-v (容量一電圧)カーブが世界に先駆けて得られた。 MISFET 構造の実験素子
に於いて，超伝導状態の電流がゲート電界によって変調できることも併せて示された。これらの結果
は MIS 電界が超伝導状態に侵入で、きること，超伝導特性が MIS 電界により制御できること，などを
直接示した点で高い評価を得ているO また，応用分野に対しては高温超伝導 MISFET の実現が可能で
あることを示唆する極めて有益な情報を提供し，現在国内外の多くの研究機関がこの研究に着手して
いるo
以上のように，本論文は高温超伝導工学の基礎となるエピタキシャル薄膜成長と電子特性について
多くの基礎的知見を得ており，今後の超伝導エレクトロニクスの展開に貢献するところが極めて大き
く，博士(工学)の学位論文として価値あるものと認めるO
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